SOUHRN

V praci je strucné vysvétlena teorie prechodu kov-polovodi¢ spolu s prehledem pouzivanych
materiall pro pfipravu ohmickych a Schottkyho kontaktti na n-GaAs.

Dale je popsan postup pripravy Schottkyho diody metodou ,,side-by-side, ktera umoziuje
dosdhnout malé plochy Schottkyho prechodu kombinaci litografie a definované tloustky epitaxni
vrstvy.

V praci je provedena optimalizace kontaktni metalizace typu Ge/Pd z hlediska jejiho slozeni a
teploty zihani.

Pro ptipravu diod byly za ucelem snizeni jejich sériového odporu navrzeny epitaxni struktury se
silné¢ dotovanou podkontaktni vrstvou a s Si &-vrstvou. Za ucelem lepsiho zavedeni proudu do
soucastky byla navrzena nova geometrie ohmického kontaktu.

Na ptipravenych strukturach byla provedena stejnosmérna i sttidava méfenti.
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